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Характеристики кремний и их методы изменения
*
Characteristics of silicon and their methods of modification

            Аннотация
[bookmark: _GoBack]В работе изложены результаты исследований оболочки диоксида кремния в содержаниях магнетрона. В результате: добавление магнетрона в углерод –  приведет к увеличению оболочки и увеличению газа. CO и СO2 при появлении диэлектрического оболочка, появляются соединение газа. В этот момент уменьшается диэлектрическая проницаемость.
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Annotation 
The paper presents the results of investigations of the silicon dioxide shell in magnetron contents. As a result: the addition of a magnetron to carbon - will lead to a clinging of the shell and a gas escape. CO and CO2, when a dielectric shell appears, a gas connection appears. At this moment, the dielectric constant decreases.
Key words: silicon, dioxide, magnetron, carbon, gas increase, dielectric shells.

Введение. Диэлектрические оболочки – считаются микро-, нано-, и оптоэлектрическими материалами. Эти материалы используются при светодиодах, мембранах, микроэлекиронике, и в газах. Также его можно использовать при химических и в биологоческих имплантах. 
Цели этих работ – исследовать оболочки диоксида кремний в содержаниях магнетрона.
Профессиональная секция. Оболочки кремний – получается при впрыски магнетрона при содержании кремний и углерода. (Рисунок 1).  При добавлений углерода можно увидеть обратимый результат, появлений ниша.
[image: ]

Рисунок 1. Контур содержания магнетрона: 1 – кремний, зона вприски, графические диски.
Ниши в оболочках, появляются в зависимости от графического магнетрона. Описание всей отличительности введется при параметрах Sc, они равны с графическими дисками.[1]
Давление впрыски среди вакуумной камеры 10–3мм рт. ст. и выполняется текущий разряд 200мА. Толщина оболочки диоксидовой кремний  100-110 м.
В результате работы усиливание стекла Sc, в разных четыре стороны появляется структура и диэлектрическая проницаемость. (Рисунок 2). Толщина нижнего и верхнего электрода при приминений оболочки алюминий 100мм.
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Рисунок 2. SiO2+C проницаемость диэлектрической оболочки зависит в Sc. 

В зависимости (Рисунок 2) – Sс при росте SiO2 снижается оболочки диэлектрического проницаемости. Это появляется при диэлектрической ниши и при появлений дополнительного газа.[1]
Также, было взято верхняя покрытие кремний и пропускания было исследовано с помощью спектроскопии. Толщина двух оболочек равны, но значение Sc разные. (Рисунок 3-4)Показано проницаемость оболочки кремний 0% и 80%  ИК-спекторы.
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Рисунок 3. Спектр проницаемости кремний, Sc = 0%
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Рисунок 4. Спектр проницаемости кремний, Sc = 80%

[2-3] при использовании литературы проведено анализ спектора,Si – O, OH, C-O определено частность описании (3-4 Рисунок).  Связанно с  Si – O определено частность. Интенсивная ассиметрическая  флуктуация 𝜈≈1100 см-1, симметрическая флуктуация 𝜈≈806 см-1. 1180-1280 см-1 Si – O. Также,связаны две оболочки 2350 см-1 C-O, это показывает физическое впитывание углерода.
Si–O это концентрация посчитано по закону Бугер-Ламберт-Бер.[2]
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SiO2+C  в оболочках Si–O связанные концентрации:
[image: ]

В результате Si–O  концентрации в пористых оболочках больше чем, в не пористых оболочках. Это – связано с тем что часть оболочки содержат ниши и соединения газов. Они составляют около 20%. Плотность пористых оболочек ниже.
Заключение. В результате этой работы были взяты пористые оболочки кремний, и диэлектрические оболочки.
В результате: добавление магнетрона в углерод –  приведет к увиличению оболочки и увиличению газа. CO и СO2 при появлении диэлектрического оболочка, появляются соеденение газа. В этот момент уменьшается диэлектрическая проницаемость.
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